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研究成果の概要 

 

2023年度ではまず、2022年度に試作した GeSiSn/GeSn p-RTDデバイスで 10 Kにおいて発現し

た負性微分抵抗（NDR）の動作起源解明に取り組んだ。TCAD による理論的な電流–電圧特性計

算および nextnanoによる量子準位計算から、試作した p-RTDの 2つのNDRの起源が、GeSn well

中に形成される第一量子準位および第二量子準位を介した量子トンネル電流であることを明らか

にした。また試作ダイオードでは、barrier と well 層の厚みを 1.5 nm としたが、同シミュレーションを

通し、より安定的に NDRを発現できる well層の厚みを明らかにした。 

次に、試作した GeSiSn/GeSn p-RTD の断面構造観察から、積層構造は完全に均質ではなく、

ヘテロ界面が一部ミキシングし、揺らぎを含む構造であることが分かった。積層構造の均質化によ

る動作温度および動作信頼性の向上を志向し、GeSiSn/GeSn 積層構造成長における分子状水素

導入効果の解明に取り組んだ。積層構造成長時の H2の導入タイミングを最適化することにより、均

質性の高い GeSiSn/GeSnヘテロ界面の形成が可能なプロセス構築に成功した。 
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